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MILLIMETER
SYMBOL
MIN NOM MAX
[ A 0. 45 0. 50 0. 55
Al 0. 00 0. 02 0.05
J I ! \ A2 0. 127REF.
A2

A} = =

b 0. 15 0. 20 0.25

D 0. 95 1. 00 1.05

E 0. 95 1. 00 1.05

D1 0. 42 0. 47 0. 52

El 0. 42 0. 47 0. 52

e 0. 60 0. 65 0. 70

L 0. 18 0.23 0.28

K 0.15 0. 20 0.25

Version 1.0 2019

#
o
=
H
o
=

www.superchip.cn


http://www.superchip.cn

	正常状态
	过电压充电保护状态
	保护条件 
	恢复条件 

	过电压放电保护/低功耗状态
	保护条件
	恢复条件

	过电流放电/负载短路保护状态
	保护条件
	恢复条件

	过电流充电保护状态
	保护条件
	恢复条件
	0V 电池充电允许


